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Figure 3

(57) Abstract: The invention relates to a polycrystalline silicon carbide carrier for a substrate intended to accommodate a power
semiconductor device. The carrier has a first face, referred to as the "front face", and a second face, referred to as the "rear face", and
comprises a first surface layer arranged directly under the front face and having a resistivity higher than or equal to 1 ohm.cm and a
second surface layer arranged directly under the rear face and having a resistivity strictly lower than 1 ohm.cm.

(57) Abrégé : L'invention concerne un support en carbure de silicium polycristallin pour un substrat destiné a recevoir un dispositif
semi-conducteur de puissance. Le support présente une premiere face, désignée « face avant » et une seconde face désignée « face arricre
» et comprend une premiére couche superficielle disposée directement sous la face avant et présentant une résistivité supérieure ou
égale a 1 ohm.cm et une seconde couche superficielle disposée directement sous la face arriére et présentant une résistivité strictement
inférieure a 1 ohm.cm.
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